Oulun yliopisto
Sahko- ja tietotekniikan osasto, Elektroniikan laboratorio

Elektroniikkasuunnittelun perusteet 521431A
Tentti 16.06.2007

1. Seuraavat kysymykset liittyvit kuvan 1 kytkentdan. Kytkennassda R, = 2k(2,
Ry = 10k, Ry = 2k, ¢y = 1uF, Cy = 10nF ja operaatiovahvistin on
ideaalinen.

(a) Miki on ideaalisen operaatiovahvistimen ldhtéimpedanssi? (1p)

(b) Miké on kytkennén vahvistus (u,/u;)? (1p)

(c) Miké on kokonaisvahvistus desibeleini, jos operaatiovahvistimen laht66n
liitetddn —6 dB:n vaimennin? (1p)

(d) Aiheuttaako kapasitanssi Cy kytkennéssé yld- vai alarajataajuuden? (1p)

(e) Miké on kytkennédn tuloimpedanssi? (1p)

(f) Miten kytkennéstd saadaan tehtyd suora vahvistin? (1p)

Kuva 1: Kuva tehtivaan 1.

2. Mitka ovat kuvan 2 MOSFET-vahvistinasteen tulo- ja lahtéimpedanssit? Mi-
toita Ry ja transitorin W/L siten, ettd vahvistimen vahvistus uy, /ug.. > 10.
Transistorin p,C,, = 25uA/ V% X\ = 0 ja U; = 2V. Kondensaattorit C;, C
ja C5 ovat kytkentikondensaattoreita joiden kapasitanssi on suuri. (6p)
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Kuva 2: Kuva tehtivaan 2.
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3. (a) Selitd BJ-transistorin perusrakenne. (1p)

(b) Mitké ovat BJ-transistorin eri toiminta-alueet ja miten niitd hyodynne-
taan? (1p)

(c) BJ-transistorin terminaalivirtojen ja jénnitteiden valilld vallitsevat pe-
russadnnot ja yhtalot aktiivisella toimita-alueella. (2p)

(d) Miten vahvistus syntyy BJ-transistorissa? (2p)

4. Piirrd kuvaan 3 merkittyjen solmupisteiden (1)-(10) signaalit. Diodin voi olet-
taa ideaaliseksi. (6p)
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Kuva 3: Kuva tehtivaan 4.
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